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Bi 系銀シース線材や REBCO 系コーテッドコンダクターの開発が進んでおり、その応用領域も

広く開拓されつつある。しかしながら超伝導のゼロ抵抗という優れた特性をさらに活かしていく

ためには、より高温・高磁場で高い臨界電流を有する高性能な超伝導線材の創出が期待されると

ころである。Bi 系を凌駕する高 Tc 物質群として Tl 系や Hg 系高温超伝導体があるが、Tl や Hg

の取り扱いの不便さや、その環境への悪影響の懸念から 2000 年代初頭以降、線材への応用研究は

ほとんどなされていない。しかしながらこれら物質群の優れた Tcや臨界特性は大変魅力的なもの

であり、環境への負荷が小さく、密閉性・リサイクル性の高い線材を今後設計していくことや、

高Tc物質群そのものが有する超伝導臨界特性の可能性を明らかにしていくことは将来のブレーク

スルーにおいて重要であると考えている。そこで本研究ではエピタキシャル Hg 系超伝導薄膜に

着目し、液体窒素温度下における不可逆磁場 Birr特性を調べることを目的とした。 

 実験ではRe元素をドープした (Hg0.9, Re0.1)Ba2CaCu2Oyと(Hg0.8, Re0.2)Ba2CaCu2Oyエピタキシャル

薄膜を形成することを試みた。最初にSrTiO3(100)基板上にPLD法によってRe0.1Ba2CaCu2Ozおよび

Re0.2Ba2CaCu2Ozプリカーサ膜を形成した。その

後、これをHg:Ba:Ca: Cu ＝1:2:1:2組成のペレッ

トとともにガラス管に封入し、700～800℃にお

いてポスト熱処理を行ってHR1212薄膜を得た。

得られた膜のTcはReドープ量や熱処理温度に

よって変化した。Re = 0.2組成では大きなTc低下

が観測されたが、Re = 0.1組成ではRe添加して

いない場合に比べてTcは数K低下するものの、

顕著なBirrの増大が観測された。図1には各種熱

処理によるBirrの変化を示す。この膜のBirr は77 

Kにおいて6 Tであり、ドープ無し薄膜（1-2 T）、

Re添加の従来薄膜報告値（～4 T）を上回った。

詳細については当日報告する。 

 

図１ 各熱処理条件による HR1212 膜の Bir
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